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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板が積載される積載空間及び前記基板に対する工程が行われる工程空間を提供するチ
ャンバと，該チャンバは前記積載空間と前記工程空間との間に形成された連結空間を有し
，
　上下方向に沿って起立配置された一つ以上のボートフレームを具備し，昇降を介して前
記積載空間及び前記工程空間に移動可能なボートと，
　前記ボートフレーム上に設置されて該ボートフレームの長さ方向に沿って離隔配置され
，前記ボートが前記工程空間に移動することで前記基板が上部面に順次に置かれる複数の
サセプタと，
　前記ボートフレームと平行に配置される垂直ロッド及び該垂直ロッドの内側面から突出
されて前記基板を支持する基板支持チップと，を具備し，前記垂直ロッドは前記ボートが
前記工程空間に移動する際，前記ボートフレームの長さ方向に沿って相対的に移動する一
つ以上のホルダと，
　前記連結空間上に配置されて前記積載空間と前記工程空間を遮断し，前記垂直ロッドの
上端に連結されて前記ボートが前記積載空間から前記工程空間に移動する際，前記ボート
と共に前記工程空間に移動するグリッププレートを更に含む基板処理装置。
【請求項２】
　前記チャンバは，
　上部が開放され，一側に形成されて前記基板が出入する通路及び前記積載空間を有する
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下部チャンバと，
　前記下部チャンバの上部に設置されて前記下部チャンバの開放された上部と連通する開
放された下部を有し，前記工程空間を提供する上部チャンバと，を具備する請求項１記載
の基板処理装置。
【請求項３】
　前記基板処理装置は，前記連結空間に設置され，内部面から突出されて上部に置かれる
前記グリッププレートを支持する支持突起を有する支持リングを更に含む請求項１記載の
基板処理装置。
【請求項４】
　前記ホルダは，前記ボートが前記工程空間に移動する際に前記サセプタに形成された挿
入孔を介して相対的に移動する請求項１記載の基板処理装置。
【請求項５】
　前記サセプタは上部面から陥没して前記基板と対応する形状を有し，前記基板が置かれ
る座溝を有する請求項１記載の基板処理装置。
【請求項６】
　前記基板処理装置は，
　前記ボートフレームの上部に連結され，前記ボートが前記工程空間に移動する際に前記
グリッププレートを持ち上げる上部遮断プレートを更に含む請求項１記載の基板処理装置
。
【請求項７】
　前記上部遮断プレートは，前記ホルダと対応する位置に形成された貫通孔を有し，
　前記ホルダは，前記ボートが前記工程空間に移動する際に前記貫通孔を介して移動する
請求項６記載の基板処理装置。
【請求項８】
　前記ボートフレームは，内側面から突出してサセプタを支持し，前記ボートフレームの
長さ方向に沿って離隔配置されるサセプタ支持チップを具備する請求項１記載の基板処理
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は基板処理装置に関するものであり，より詳しくは，バッチタイプ（batch type
）の基板処理装置の基板の裏面に工程ガスによって工程膜が形成されることを防止する基
板処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体，フラットパネルディスプレー及び太陽電池の製造に使用される基板処理装置（
熱処理装置）は，シリコンウェハやガラスのような基板上に蒸着されている所定の薄膜に
対して結晶化，相変化などの工程のために必須的な熱処理ステップを担当する装置である
。代表的なアニーリング（annealing）装置としては，液晶ディスプレーまたは薄膜型結
晶質シリコン太陽電気を製造する場合，基板上に蒸着された非晶質シリコンをポリシリコ
ンに結晶化するシリコン結晶化装置がある。
【０００３】
　このような結晶化工程（熱処理工程）を行うためには，所定の薄膜が形成されている基
板をヒーティングする熱処理装置が必要である。例えば，非晶質シリコンの結晶化のため
には少なくとも５５０度乃至６００度の温度が必要である。ここで熱処理とは，対象物ま
たは基板を所望の温度，即ち典型的には約３５０～１３００度範囲の温度に加熱するプロ
セスを意味する。半導体基板の熱処理は，例えば加熱処理，アニーリング，ドーパント物
質の拡散またはドライビング，化学的蒸着，即ちＣＶＤのような物質層の蒸着または成長
及び基板からの物質のエッチングまたは除去を含む。
【０００４】
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　一般的に，基板処理装置には一つの基板に対して基板に対する熱処理を行う枚葉式（si
ngle wafer type）と，複数個の基板に対して熱処理を行うバッチ式（batch type）があ
る。枚葉式は装置の構成が簡単な利点があるが，生産性が落ちる短所があるため最近の大
量生産用にはバッチ式が脚光を浴びている。
【０００５】
　バッチ式基板処理装置は工程処理能力を向上するためにチャンバ内部に基板を多量にロ
ーディングするための基板ローディング用ボートを含む。バッチ式基板処理装置は工程を
行う際にスロットが基板の縁部分を局部的に載置しているため，例えば，膜形成の工程中
に半導体基板の両面及び半導体基板の下部を支持するボート及びスロットなどにも全て半
導体工程膜が形成される。
【０００６】
　よって，半導体製造用の膜工程が完了した後，基板をアンローディングする際，基板と
スロットに一体に連結された幕が破砕され，破砕の際にパーティクルが発生し，基板の裏
面は機械的ストレスが次第に増加して半導体基板がたわむ現象が発生する。それだけでな
く，半導体基板の裏面の膜均一性は表面の膜均一性に比べて著しく減少するため，後続工
程，特にフォトリソグラフィ工程（photolithography）に数多くの工程問題をも引き起こ
す。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は，基板の裏面に工程膜が形成されることを防止することにある。
【０００８】
　本発明の他の目的は，以下の詳細な説明と添付した図面からより明確になるはずである
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態によると，基板処理装置は基板が積載される積載空間及び前記基板
に対する工程が行われる工程空間を提供するチャンバを備え，該チャンバは前記積載空間
と前記工程空間との間に形成された連結空間を有し，
　上下方向に沿って起立配置された一つ以上のボートフレームを具備し，昇降を介して前
記積載空間及び前記工程空間に移動可能なボートと，前記ボートフレーム上に設置されて
該ボートフレームの長さ方向に沿って離隔配置され，前記ボートが前記工程空間に移動す
ることで前記基板が上部面に順次に載置される複数のサセプタと，前記ボートフレームと
平行に配置される垂直ロッド及び該垂直ロッドの内側面から突出されて前記基板を支持す
る基板支持チップと，を具備し，前記垂直ロッドは前記ボートが前記工程空間に移動する
際，前記ボートフレームの長さ方向に沿って相対的に移動する一つ以上のホルダと，
　前記連結空間の上に配置されて前記積載空間と前記工程空間を遮断し，前記垂直ロッド
の上端に連結されて前記ボートが前記積載空間から前記工程空間に移動する際，前記ボー
トと共に前記工程空間に移動するグリッププレート（grip plate）を更に含む。
【００１１】
　前記チャンバは，上部が開放され，一側に形成されて前記基板が出入する通路及び前記
積載空間を有する下部チャンバと，前記下部チャンバの上部に設置されて前記下部チャン
バの開放された上部と連通する開放された下部を有し，前記工程空間を提供する上部チャ
ンバと，を具備する。
【００１２】
　前記基板処理装置は前記連結空間に設置され，内部面から突出されて上部に置かれる前
記グリッププレートを支持する支持突起を有する支持リングを更に含む。
【００１３】
　前記ホルダは，前記ボートが前記工程空間に移動する際に前記サセプタに形成された挿
入孔を介して相対的に移動する。
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【００１４】
　前記サセプタは上部面から陥没して前記基板と対応する形状を有し，前記基板が載置さ
れる座溝を有する。
【００１５】
　前記基板処理装置は，前記ボートフレームの上部に連結され，前記ボートが前記工程空
間に移動する際に前記グリッププレートを持ち上げる上部遮断プレートを更に含む。
【００１６】
　前記上部遮断プレートは，前記ホルダと対応する位置に形成された貫通孔を有し，前記
ホルダは前記ボートが前記工程空間に移動する際に前記貫通孔を介して移動する。
【００１７】
　前記ボートフレームは，内側面から突出されてサセプタを支持し，前記ボートフレーム
の長さ方向に沿って離隔配置されるサセプタ支持チップを具備する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の一実施形態によると，基板をサセプタにローディングすることで基板の裏面に
工程膜が形成されることを防止することができる。よって，基板の歩留りを向上し基板の
生産性を増大することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態による基板処理装置を概略的に示す図である。
【図２】図１に示すボートが工程位置に転換された状態を示す図である。
【図３】図１に示すボートユニットを示す斜視図である。
【図４】図３に示すサセプタを示す図である。
【図５】基板がサセプタにローディングされる過程を示す図である。
【図６】基板がサセプタにローディングされる過程を示す図である。
【図７】基板がサセプタにローディングされる過程を示す図である。
【図８】基板がサセプタにローディングされる過程を示す図である。
【図９】ボートユニットが工程位置に転換される過程を示す図である。
【図１０】ボートユニットが工程位置に転換される過程を示す図である。
【図１１】ボートユニットが工程位置に転換される過程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下，本発明の好ましい実施形態を添付した図１乃至図１１を参照して，より詳細に説
明する。本発明の実施形態は様々な形に変形されてもよく，本発明の範囲が後述する実施
形態に限定されると解釈してはならない。本実施形態は，当該発明の属する技術分野にお
ける通常の知識を有する者に本発明を，より詳細に説明するために提供されるものである
。よって，図面に示す各要素の形状はより明確な説明を強調するために誇張されている可
能性がある。
【００２１】
　また，実施形態で説明する基板Ｗ以外に多様な被処理体にも応用可能であることは当業
者にとっては当然である。例えば，本発明で処理される基板の種類は特に制限されない。
よって，半導体工程全般で一般的に利用されるガラス，プラスチック，ポリマー，シリコ
ンウェハ，ステンレススチール，サファイアなどの多様な材質の基板が本発明の基板処理
装置で処理される。また，本発明において基板を処理するということは，基板自体だけで
なく，基板上に形成された所定の膜またはパターンなどを処理することを含むと理解され
る。
【００２２】
　また，本発明の基板処理装置の用途も特に制限されない。よって，本発明の基板処理装
置を利用して全般的な半導体工程，例えば，蒸着工程，エッチング工程，表面改質工程な
どが行われる。それだけでなく，以下では発明の主な構成要素についてのみ説明し，利用
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される目的に応じて多様な構成要素が本発明の基板処理装置に追加的に含まれてもよいこ
とは自明である。
【００２３】
　図１は本発明の一実施形態による基板処理装置を概略的に示す図であり，図２は図１に
示すボートが工程位置に転換された状態を示す図である。図１及び図２に示すように，基
板処理装置１００は上部が開放された形状を有する下部チャンバ２０及び下部チャンバ２
０の開放された上部を閉鎖し，基板Ｗに対する工程が行われる工程空間１２を提供する工
程チャンバ１０を含む。支持リング３０は工程チャンバ１０の開放された下部及び下部チ
ャンバ２０の開放された上部（「連結空間」）に設置され，内周面から突出された支持突
起３５を有する。
【００２４】
　下部チャンバ２０は基板Ｗが移送される通路３を有し，基板Ｗは通路３を介して下部チ
ャンバ２０の内部に移送される。例えば，下部チャンバ２０の通路３は多数の工程チャン
バに連結されるトランスファチャンバ（図示せず）と連結され，基板Ｗはトランスファチ
ャンバからエンドエフェクター（end-effector）（図５の６５）によって下部チャンバ２
０の内部に移送される。ゲートバルブ４は通路３の外側に設置され，通路３はゲートバル
ブ４によって開放及び閉鎖される。
【００２５】
　基板処理装置１００の内部には通路３を介して移送される複数の基板Ｗが積載されるボ
ート（boat）４１が設置される。ボート４１は下部チャンバ２０の内部に提供された積載
空間２２内に位置する間に（または「積載位置」），基板Ｗがボート２０内に積載される
。ボート２０は基板が積載される上部ボート４２と上部ボート４２の下部に連結されて上
部ボート４２を支持する下部ボート４３を含む。ボート４１が工程位置に転換された場合
，工程チャンバ２０の開放された下部を介して起こる工程チャンバ１０内部の熱損失を最
小化するために，下部ボート４３上には多数の断熱プレート６７を具備する。
【００２６】
　ボートユニット４０は，後述するように，基板Ｗが積載されるサセプタ５５を具備する
上部ボート４２，断熱プレート６７を具備する下部ボート４３，そして基板Ｗをサセプタ
５５に容易にローディングするためのグリッププレート４４，ホルダ４５及び上部遮断プ
レート５０を含む。サセプタ５５内において，基板Ｗは，ボート４１の内部方向に平行に
突出されるように形成されたサセプタ支持チップ（図５の６２）（またはスロット）上に
置かれ，後述するように，ボート４１が上昇することで基板Ｗは次のサセプタ支持チップ
（図５の６２）上に置かれたサセプタ５５に順次に上下方向に積載される。基板Ｗはサセ
プタ５５上に全て積載され，ボート４１には内部反応チューブ１４の内部に移動して（ま
たは「工程位置」），基板に対する工程が行われる。
【００２７】
　また，下部ボート４３の下部にはベースプレート６９が設置され，ベースプレート６９
はボートと共に昇降する。ボート４１が工程位置に転換される場合，ベースプレート６９
は工程空間１６を閉鎖する。断熱プレート６７及びベースプレート６９はセラミックやク
オーツ（quartz）またはメタルにセラミックをコーティングした材質であり，工程が行わ
れる際に反応領域内の熱が積載空間２２に移動することを最小化する。
【００２８】
　ベースプレート２９の下部にはモータハウジング７０が設置される。回転軸７２の一側
は下部ボート４３と連結され，回転軸７２を回転する回転モータ（図示せず）はモータハ
ウジング７０の内部に固定設置される。回転モータはボート４１が工程位置に転換されて
基板Ｗに対する工程が行われる場合，回転軸７２を駆動して回転軸７２と共にボート４１
を回転する。
【００２９】
　モータハウジング７０はブラケット（bracket）７４に固定され，ブラケット７４は下
部チャンバ２０連結された昇降ロッド７６に沿って昇降する。ブラケット７４は昇降ロッ
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ド７６に螺合され，昇降ロッド７６は昇降モータ７７と連結され，昇降ロッド７６の回転
によってブラケット７４が昇降する。即ち，昇降モータ７７の回転によって昇降ロッド７
６が回転し，それによってブラケット７４とモータハウジング７０は共に昇降する。
【００３０】
　工程チャンバ１０は基板Ｗに対する工程を行うように内部空間１２を有し，内部空間１
２には内部反応チューブ１４が設置される。内部反応チューブ１４は基板Ｗに対する工程
が行われるように工程空間１６を形成し，工程チャンバ１０の内部空間１２と工程空間１
６を区画する。即ち，図２に示すように，ボート４１が工程空間１６の内部に上昇して工
程位置に転換された場合，基板Ｗに対する工程空間１６を最小化して工程を行う。
【００３１】
　基板処理装置１００は基板Ｗを加熱するヒータ（図示せず）を含み，例えば，工程チャ
ンバ１０の上部または側壁に沿ってヒータが具備される。また，基板処理装置１００は工
程空間１６に工程ガスを供給する複数個の供給ノズル８２及び排気ノズル８４を具備する
。供給ノズル８２は工程チャンバ１０の一側に形成されたガス供給ライン８０に連結され
，外部から工程ガスを供給される。
【００３２】
　供給ノズル８２及び排気ノズル８４にそれぞれ形成された供給口及び排気口（図示せず
）を介して基板Ｗに向かって工程ガスを供給及び排気可能であり，供給口及び排気口の高
さは互いに異なり得る。供給ノズル８２及び供給口は工程空間１６に位置して積層された
基板Ｗに反応ガスを供給する。また，排気ノズル８４は供給ノズル８２の反対側に設置さ
れて工程中に発生する未反応ガス及び反応副産物を外部に排出する。
【００３３】
　排気ノズル８４は第１出力ライン８５と連結され，排気ノズル８４を介して吸入された
未反応ガス及び反応副産物は第１出力ライン８５を介して排出される。出力バルブ（図示
せず）は第１出力ライン８５上に設置され，第１出力ライン８５を開閉する。また，第１
出力ライン８５上にはターボポンプ８６が設置されて未反応ガス及び反応副産物を強制排
出する。下部チャンバ２０も同じく第２出力ライン８８が連結され，第２出力ライン８８
を介して積載空間２２が排気される。
【００３４】
　上述したように，基板処理装置１００は工程処理能力を向上するために内部に基板Ｗを
多量にローディングするためのボート４１を含む。従来のボートユニット４０を使用して
基板に関する工程を行う場合，ボート４１のスロット上に置かれた基板は，基板の縁部分
が局部的に載置されている。例えば，工程ガスを介して基板上に工程膜を形成する場合，
半導体基板の両面及び基板Ｗの下部を支持するボート４１及びスロットなどにも全て工程
膜が形成される。
【００３５】
　よって，半導体製造用膜工程が完了した後，基板Ｗをアンローディングする際，基板Ｗ
とスロットに一体に連結された膜が破砕され，破砕の際にパーティクルが発生し基板Ｗの
裏面は機械的ストレスが次第に増加して基板Ｗがたわむ現象が発生する。それだけでなく
，基板Ｗの裏面の膜均一性は表面の膜均一性に比べて著しく減少するため，後続工程，特
にフォトリソグラフィに多くの工程問題を引き起こす。
【００３６】
　即ち，本発明の基板処理装置１００は基板Ｗの裏面に膜が形成されることを防止するた
めに基板Ｗをサセプタ５５の上部にローディングし，工程ガスが基板Ｗの裏面に流入する
ことを阻止して基板Ｗの裏面に膜が形成されることを防止することができる。続く図面を
介して，基板Ｗの裏面に膜が形成されることを防止するボートユニット４０について図面
と共に詳細に説明する。
【００３７】
　図３は図１に示すボートユニットを示す斜視図であり，図４は図３に示すサセプタを示
す図である。図３及び図４に示すように，ボートユニット４０は上部ボート４２と下部ボ
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ート４３を含む。上部ボート４１には柱状のボートフレーム６０のサセプタ支持チップ（
図５の６２）に置かれるサセプタ５５及びボートフレーム６０の上部に連結される上部遮
断プレート５０が含まれ，下部ボート４３には上述したように断熱プレート６７が具備さ
れる。また，ボートユニット４０はグリッププレート４４及びホルダ４５を更に含むが，
以下で省略される発明の構成及び作動過程は上述した内容に代替される。
【００３８】
　上述したように，支持リング３０は工程チャンバ１０の開放された下部及び下部チャン
バ２０の開放された上部に固定設置され，内周面から突出された支持突起３５を有する。
グリッププレート４４は支持突起３５の上部に配置され，支持突起３５によって支持され
て積載空間２２と工程空間１６を遮断する。ホルダ４５はグリッププレート４４の下面に
垂直連結されるが，好ましくは，エンドエフェクター（図５の６５）によって移送された
基板Ｗを容易に支持するために予め設定された位置に複数個配置される。
【００３９】
　ホルダ４５はグリッププレート４４の下面にそれぞれ垂直連結される垂直ロッド４７及
び垂直ロッド４７の下端部に連結されてエンドエフェクター（図５の６５）によって移送
された基板Ｗを支持する基板支持チップ４９を具備する。基板支持チップ４９は引き入れ
られた基板Ｗを容易に支持するために基板Ｗの中心に向かって突出する形状を有する。
【００４０】
　上部ボート４１は柱状に起立設置される複数のボートフレーム６０を有する。ボートフ
レーム６０の間にエンドエフェクター（図５の６５）を介して基板Ｗを引き出し引き入れ
るために前面開放部６１が形成される。前面開放部６１は平面状に移動するエンドエフェ
クター（図５の６５）の作業経路に対して半円柱状にボードフレーム６０が配置されて前
面開放部６１を成す。サセプタ支持チップ（図５の６２）はボートフレーム６０の長さ方
向に沿って離隔配置され，サセプタ５５はサセプタ支持チップ（図５の６２）の上部に置
かれて支持される。
【００４１】
　サセプタ５５は基板Ｗに対応する形状を有し，縁にはホルダ４５が挿入される挿入孔５
７がそれぞれ形成される。また，サセプタ５５は基板Ｗの裏面が密着されるように基板Ｗ
が置かれる座溝５９を有し，基板Ｗの外周面は座溝５９にローディングされる。よって，
基板Ｗの裏面はもちろん，基板Ｗの外周面への工程ガスの流入を遮断することで基板Ｗの
側面及び裏面の膜形成を防止する。
【００４２】
　ボードフレーム６０の上部には上部遮断プレート５０が連結され，上部遮断プレート５
０は基板Ｗに対応する形状を有する。上部遮断プレート５０の断面積はグリッププレート
４４の断面積より小さく，サセプタ５５の断面積より大きい。上部遮断プレート５０の内
面には貫通孔５２がそれぞれ形成され，ホルダ４５は貫通孔５２に挿入される。また，ボ
ートフレーム６０の下部には下部遮断プレート（図示せず）が設置されるが，下部遮断プ
レートの下部には下部ボート４３が連結される。下部ボート４３は上下方向に沿って複数
個の断熱プレート６７が積層された状態に具備される。
【００４３】
　図５乃至図８は，基板がサセプタにローディングされる過程を示す図である。上述した
ように，エンドエフェクター６５は下部チャンバ２０の通路３を介して基板Ｗを移送する
。エンドエフェクター６５に置かれた基板Ｗは下部チャンバ２０を介してボート４１の前
面開放部６１に移送される。上部遮断プレート５０と最上端に配置されるサセプタ５５，
そして最上端に配置されるサセプタから順次に積層されるサセプタ５５の間の離隔空間（
ｐｉｔｃｈ）Ｄはエンドエフェクター６５の作業空間を提供する。また，上部ボート４１
はボードユニット４０の下部に連結された昇降ユニット（図示せず）によって予め設置さ
れた間隔で昇降する。
【００４４】
　図５に示すように，基板支持チップ４９はボートが上昇するにつれ上部遮断プレート５
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０の貫通孔５２を貫通してサセプタ５５の上部から予め設定された間隔Ｄ２に離隔された
状態に配置される。上部遮断プレート５０と基板支持チップ４９の間Ｄ１にエンドエフェ
クター６５が引き入れられ，図６に示すようにエンドエフェクター６５が下降することで
基板Ｗは基板支持チップ４９に着座され，エンドエフェクター６５はサセプタ５５と基板
支持チップ４９の間Ｄ２に配置される。
【００４５】
　基板Ｗが基板支持チップ４９に着座した後，図７に示すようにエンドエフェクター６５
はボート４１の前面開放部６１から引き出される。エンドエフェクター６５がボート４１
の前面開放部６１から完全に引き出されると，図８に示すようにボート４１は予め設定さ
れた高さに上昇し，基板Ｗはサセプタ５５の座溝５９上にローディングされる。基板支持
チップ４９はボードの上昇によって最上端に設置されるサセプタ５５とその下部に配置さ
れるサセプタ５５との間に予め設定された間隔Ｄ１を維持し，図５乃至図８に示す過程を
順次に繰り返して基板Ｗは積層されたサセプタ５５上にそれぞれローディングされる。
【００４６】
　図９乃至図１１は，ボートユニットが工程位置に転換される過程を示す図である。図９
乃至図１１に示すように，ホルダ４５はボートユニット４０が昇降することで上部遮断プ
レート５０の貫通孔５２及びサセプタ５５の挿入孔５７を介して移動する。よって，ホル
ダ４５はエンドエフェクター６５から案内された基板Ｗを支持し，更に基板Ｗをサセプタ
５５に容易にローディングする。言い換えると，基板Ｗはエンドエフェクター６５から基
板支持チップ４９に着座され，基板支持チップ４９からサセプタ５５に順次にローディン
グされる。
【００４７】
　基板Ｗが上部から最下端に設置されるサセプタ５５上に全てローディングされると，上
部遮断プレート５０とグリッププレート４４が互いに接する。ボート４１が上昇すること
で上部遮断プレート５０はグリッププレート４４を支持して共に上昇し，ボート４１は工
程位置に転換されて基板Ｗに対する工程を行う。上部遮断プレート５０の上部面はガイド
溝５１を有し，グリッププレート４４の下部面にはガイド溝５１に対応する形状のガイド
突起（図示せず）を具備する。よって，ボート４１が上昇することでガイド突起がガイド
溝５１に差し込まれた状態で安定的に連結されて上昇する。
【００４８】
　即ち，本発明の基板処理装置１００はサセプタ５５上に基板Ｗをローディングすること
で基板の裏面に工程ガスが流入されることを防止する。また，サセプタ５５上に形成され
た座溝５９に基板Ｗがローディングされた状態で基板Ｗに対する工程を行う場合，基板Ｗ
の裏面及び側面に工程膜が形成されることを最小化する。それだけでなく，基板Ｗがサセ
プタ５５にローディングされた状態で基板Ｗに対する熱処理を行う場合，基板の前面がサ
セプタ５５と接触した状態でサセプタ５５を介して熱伝達が行われるため，基板Ｗの温度
均一性を向上することができる。一方，基板Ｗをスロット上にローディングする場合，基
板Ｗが局部的に接触して温度均一性が低下する恐れがある。よって，本基板処理装置１０
０は基板Ｗの歩留りを向上し，基板Ｗの生産性を増大することができる。
【００４９】
　本発明を好ましい実施形態を介して詳細に説明したが，それらとは異なる実施形態ない
し実施例も可能である。よって，後述する特許請求の範囲の技術的思想と範囲は好ましい
実施形態に限定されない。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明は，多様な形態の半導体製造設備及び製造方法に応用される。
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